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第 3 章では、 SiaN4焼結体の代表的な助剤成分である AbOa単体を用いて、ミリ波加熱法における種々の拡散挙動を







第 4 章では、ミリ波加熱法による SiaN4焼結体の撤密化挙動の助剤依存性を検討した。その結果 Yb203-A1203系助
剤はY203-AbOa系助剤と比較して電気炉加熱法においては焼結性を低下させるにもかかわらず、ミリ波加熱法では大
幅に焼結性を改善させることを明らかにした。さらに、 Yb203-Ab03系助剤について、ミリ波加熱法による敏密化挙





第 5 章では、ミリ波加熱法による Yb203-A1203系助剤添加 Si3N4焼結体の、曲げ強度およひe破壊靭性値について電
気炉加熱法によるものと比較を行うと共に、微細組織および助剤相の結晶構造の解析から、ミリ波焼結体の強化機構
の検討を行った。その結果、ミリ波焼結体は電気炉焼結体より 50%程度高い900MPa 程度の高い曲げ強度と、 6--7













(1)まず SiaN4用焼結助剤の代表的成分である A1203について、その轍密化挙動および拡散指示剤として添加した Cr2
03の光学吸収挙動を電気炉加熱法の場合と比較し、ミリ波加熱法による拡散促進効果は、粒界に代表される欠
陥密度の高い部位に強く作用することを明らかにしている。














高機能 Si3N4の低温焼結が可能で・あることを明らかにしている o そして、このような新しい知見は構造材料である Si3
N4のみならず、他の構造用および機能性セラミックスの合成・加工にも応用できるため、工学的に寄与するところ
が大き L 、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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